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(54) TRANZITO HIỆU ỨNG TRƯỜNG XUYÊN HẦM (TFET) CÓ VÙNG BAO 
QUANH BÊN DƯỚI VÙNG THOÁT KHÔNG ĐƯỢC PHA TẠP

(57)  Sáng chế đề xuất các tranzito hiệu ứng trường xuyên hầm (Tunneling field effect 
transistor, TFET) có các vùng bao quanh bên dưới vùng thoát không được pha tạp được mô 
tả. Ví dụ, tranzito hiệu ứng trường xuyên hầm (Tunnelling Field Effect Transistor, TFET) 
bao gồm vùng hoạt động chuyển tiếp thuần nhất được tạo ra trên lớp nền. Vùng hoạt động 
chuyển tiếp thuần nhất bao gồm vùng nguồn được pha tạp, vùng kênh không được pha tạp, 
vùng bao quanh và vùng thoát được pha tạp. Điện cực cổng và lớp điện môi cực cổng được 
tạo ra trên vùng kênh không được pha tạp giữa vùng nguồn và vùng bao quanh.
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